SS216

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: RFT

Rys. 1-1069. SS216

WartosSci charakterystyczne'

\.
- _-—_—_—:Q% Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny epi-
) —Z + taksjalny n-p-n w obudowie plastykowej, ciezar
£ okoto 0,1 G
42 e [25 —> Zastosowanie: technika cyfrowa

Typy podobne: BSY68/69 (Tel, Ph), BSX80/81 (Tel),
28C641 (Hit), 2SC715, 2SC716 (San), TIS44 (Tex)

Laris g 7,5 100 | nA | przy Ugg =20V
Utsriceo P15 25 v przy I = 10 mA
Usr)epo | 5 V | przy Iz =5 pA
UCE sat 0,2 0,45 v przy IB =3 mA, Ic = 30 mA
UBE sat 0,85 \'% przy Iz = 3 mA, I = 30 mA
hy1g (A) 18 35
(B) 28 L rzy Ugg = 0,5 V, I = 30 mA
© 56 140 PR Sap =52 W fa
(D) 122 280
fr l 350 MHz | przy Ucg = 10 V, I = 5 mA,
’ f =100 MHz
Ciap 2,6 pF przy Ucp =10V, I =0, f=2 MHz
ton 22 ns przy Ic = 10 mA, Ig; = 3 mA,
torr 280 ns } —Ig, = 1,5 mA, R, =270 Q
Wartosci graniczne
UCBO max 20 v IB max ‘ 20 i mA
UcEo max 15 v  — 2003 | mW
UEB0 max 5 v ¥} nia +125 | °C
Ic max 1002 | mA Laiiv —40+-+100, °C
Te sisx 200 mA Rip j-a <0,5 |°C/mW
D famp = 25°C (- 5°C)
2t =09 us
3 tamp = 25°C
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Rys. 1-1070. Dopuszczalny zakres

pracy
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Rys. 1-1071. Uklad pomiarowy czas6w przelaczania
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Rys. 1-1072. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1073. Charakterystyki wyjSciowe
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Rys. 1-1074. Zalezno$¢ normowanego wspol-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu

kolektora
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Rys. 1-1076. Charakterystyki sterowania na-
pigciowego
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Rys. 1-1075. Zalezno$¢ normowanego wspol-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu
kolektora
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Rys. 1-1077. Zalezno$¢ napigcia nasycenia
kolektora od pradu kolektora
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Rys. 1-1078. Zalezno$¢ napigcia nasycenia Rys. 1-1079. Zalezno$¢ pojemnosci C,,p od
bazy od pradu kolektora napiecia
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Rys. 1-1080. Zalezno$¢ pojemnosci C;;, od

Rys. 1-1081. Zaleznos$¢ napiecia kolektora od
napigcia

pradu kolektora
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Rys. 1-1082. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek-

Rys. 1-1083. Zalezno$¢ napigcia przebicia ko-
tora od temperatury zlacza

lektora od rezystancji Rgp
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Rys. 1-1084. Zaleznos¢ dopuszczalnej mocy
strat od temperatury otoczenia



